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Eitr(f +1/2) + Exta(t2/2)-Eats (ta/2)-Eata(ts +14/2)=0  Eq.3

50 Using Equation 3, ti-t of layers of material 1-4 can be selected as a function of their respe.ctive e.lastic
moduli E1-Es to place the neutral plane of solar cell tape 10 within the plane of photovoltaic device 5.
Known manufacturing techniques such as those described above can be controlled to produce solar cell
tape 10 with materials 1-4 having the selected thicknesses ti-ts, respectiYe|y. _

A special case exists when elastic moduli Ei, Ez, and E, of respective layers of ma?ena! 1,2 and 4 are

55 equal to one another and much less than the elastic moduli E; of substrate 3, a.nd the thlckness?s tr, t2 and
t, of layers of material 1, 2 and 4 are substantially equal to a constant thickness tc. In this case th'e
thickness ts of substrate 3 which will place the neutral plane of solar cell tape 10 in the plane of p.ohotovolt'alc
device 5 can be computed as a function of elastic moduli Ec, E; and thickness tg, as described in Equation
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50 - Using Equation 3, [err] of layers of material 1-4 can be selected as
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l'ight- p%%é SFihd SHAERRA ddVieh,| th&yuésd AR rollel AdbRing Aahutddiumtl amder mbahtedt th epnplanar

light-p Pﬁ&?@iﬂﬁhﬁ&&i&%ﬂﬁ A& tBe AIYBibal G dicefiBal clisdcmristicedfihetdapes. 20 can be
adhesi vely secured to the interior of autonotive or other glass and used to

power a g¢famsety 30 of electrical devices or rechargeable batteries. Since
the ngutral plane of these devices is located at the plane of the

phot ovol 4. aMetheeul enutativing ancintedsaled: citchiedf the hipeikving Hisbiecsubsple camerisip the
nount ed t o suwosssiva degositds efca dayeni of rotrcontiveteri meerishpn y floxipla Subsy, ﬁg’ﬂ% °§) ﬁ%%l:'c al
and el ect r icapsblant Ieranyeresaidsiayer: of spmicoprluctgreateral cheyagiprized By, sﬂ‘?"" 'ﬁ‘éggﬁs% ©
manuf act ur ifewples subisiate gndier cencepsylangjlqyep s tah@“"ct'ggé’f ﬁ??'lc 'iftl’f Aok t:% §‘1 rate
conpr #si ng endsesulspidexes 59 that tedwye] sieRystrelp piane of t:t"(?fa;gé’ ‘:ﬁig‘hﬁgﬁ BLRL] @l
on a flexi 9t e semeanducior materiel iy praygntdamaging Sress 2R M6 'YL “oVer sai g{af ayer of
seni conducthgrintegsated gyt iR fiexpdict or i zed by sel ecting thickness of the flexible
substrat d/ o CARS LA ol iy thidiBSLs! If the Abxisid fBdtafe A@EHHnEapQllant he
subst I;satg a gﬁm&@;‘i%hcggn yéﬁ%@%ﬁéz’ En%é&%tfeﬁgsc@c&thﬂocét&ﬁwi{hm&ﬁ pé&itant isdnSdvérall N

pl ane “of -t gk Q16 %&E@lﬁ aflt bircklk brorh e I6rak SshiddAdctof Maedany er of the

sem conductor material "to prevent damaging stress on the |ayer of

sem condyc t?yg rlSRbE 5 clm VVaRRactelRdiny lsaigting Bidkess df tretfiexilde $ubstratechnd/or, enGépeulantt hod
|

of clai m1 GRALAHEhb ZBGrab plasebiahid infgrateli crbuitels Socatbd within fivecperdshieofsanbeyerelht e
and/ orgy eNncaRebsaidk thé Mtegrated lcduR Fror thetidyart of sétdicandustor mbteril.ane of the integrated
circuit is located within twenty percent of an overall )
4. Method of manufacturing a solar cell tape (10) including depositing a thin-film photovoltaic device (5) on
a flexible polymeric substrate (3), encapsulating the photovoltaic device with a I.ayer qf encapsulant
(1,2), and applying a layer 'of adhesive (4) to the substrate opposite the photovoltaic device, character-
55 ized by selecting the thicknesses (ta.ti.tz,a) of the substrate, layer of encapsulant and/or layer ?f
adhesive as a function of their respective elastic moduli (Es,E1,Ez,Es) to locate a neutral stress/strain
' plane of the solar cell tape near the photovoltaic device (5) to prevent damaging stress on the

photovoltaic device when the solar cell tape (10) is flexed.
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t hi ckness of the integrated circuit fromthe |ayer of sem conductor
material. 3. The method of claim1l characterized by selecting thickness of
the flexibte substrate and/ or enggpessesds Bryer so that the neutral plane
of the.integrated circuit is located within five percent of an overall so
thickness of the integrated circuit fromthe |ayer of sem conductor

mat er i al 5. 4Thelvisdtiivd cbf climé mberactsrizadi hygselecting | ter thiskrtesses ghte (leible pubslatpy Famq of
deposi ti ng encapsilant Bnd/anlayRioefadigsive se thekethe deutraizylang of the splgngel tage gd?‘iﬂ?é it
substrate (@pnty pevesabei@h overal hicknass pfiien Wipoeall APe frera hePOtYolAF deVicdyer  of
encapsul ant (1, 2), and applying a | ayer of adhesive (4) to the substrate
opposi & e 6t h'B‘epmS%%v‘tS [cleim ¢ cﬂ%i'ﬁ‘elgﬁ'é",d Ryhisjesting dhe. thigknesses °tﬁ’é :’%&'ei %‘&fg&iﬁﬁgzﬂ he
t hi cknessesenceRsylgnt gadiar faxer.of, adhpsive;sg thay E?Utrﬂfp'z% feﬂ)e%ﬁlg Wi .czgn(f/ or ?ayer of
adhesi ve asPeieeptan pam! Bickqessprthe, sglarcell #4pg from e Loty nngdt} I [err] to locate a
~neutral Strgﬁsl trai qlgl.anteml}‘dmt_he solar cell tape near the photovoltaic
device (8) gﬂlztra%;ﬁﬂgl NG 'Stress on the photovoltaic device when the

exible
sol'ars Cell ta 'eélg{ iSoollexed o on R Rx36 Surdifie; Bl 5. The met hod of claim 4
characteri zed: Y)Srg? u?‘jﬁf?f}’&% dbg%itédﬁlbb& D8 $:56vSof SémibdnBuctor Avlofl Gubsids; chardcrizeday er
of “encapsul gnjg %%El hedsEy Sd disticArEHRR bVifle Stbsivdiandl df thelbactpsutdnt layen i@ soéh thite
sol ar cell [ aRGutaPstieSisdhif Pland bithd integRaibl \irflR i€ REdtedOieacthe Gy@Taiitie seiicokinders of
the sojar Cghiid RevbhtUambdh® BRI byt 6f s@michriectorSnatddial Whee thewttdaetedaireul ai m
4 char act.er jgggddby sel ecting the thicknesses of the flexible substrate,
| ayer of encapsul ant and/or | ayer of adhesive so that the neutral plane of
‘the sol ars, cehd info@ied icitcult otasim Y Whietelti the euirel piane iscipated fwithip, tg\aereat|of thA¥alles
of the sol amickeks ofttieistedratetuircticfrophtbe yes ot semicoqluciprapaterial. A | exj bl e
integrsted circuit including: 10 a flexible substrate; a_layver of
sem%:jondm:t Ghe methest of lainn wherpinl the| neviahplene o ihe ntegraed citey} | 'ﬂcaéﬂ‘i'c‘fg‘tB'g SYea%efme"t
| ayer, deposithecverl tickenss of theytagratest cieution iy aver 8t semicP P ™ Bst r at e,
characterized in that the thicknesses and el astic noduli of the substrate
and of t ht. &ritrim;otealanAel thoe\ (AP ingdings ok t hat the neutral stress/strain plane
of the2i nt egr a iibleipplimeric ”ZPE"% ted, &atg_he | ayer of the sem conductor 15

nea
material to prPEfim RARHAIFRASKTE é;%lat%sf G otbyBN! dedbe; SRIT conduct or materi al
when the inted} ’feéraf 96;%1"53‘,1 o iti‘fg,g(ﬁ‘g. ubstrate 'GACth 2d8 Bpadse] el phbtdiditaio evideai m
7 wherein the r% engerd%ln ttgﬁ hickiie %‘ifstW thétiuil of 88 sitirdie M, Eof flayohel covepsuent
thi ckness of Bl E'P hbdio T IEL) dré SUbh 1t tHeaisaifal Sifessdiain planel uCthe solar cell
materi &f . 2 opa-is IbCHEd HeAr HRAnIA HinthrdtolitEic Wbvs 48) o prd@ntuambginy strpdsan dhecrhotpyelisio

i ntegrated Gl ton thd shifci e Whbietn five percent of the overall thickness
of the integrated circuit fromthe |ayer of sem conductor material. 10. A
strip of 0l 618l dell iR ef Cbid) 10 Wisdrakd iha greut@Bplane is locatecawithineten preenh 8f Inevpralt
substr gt e ( 3pickndssioning tapb trom e phawokdcadodicadevi ce (5) on the substrate; a

| ayer of encapsul ant (1,2) encapsul ating the photovoltaic_ device: and a,

| ayer of aslieeissler chiparsidf GEiMOTD whessins th SPyrat Rlangis jopredsViEhn Typ RAISPTE &' #1Rve™
phot ovol t ai chickeessobthe tdpe frors themhotesgitaiodeyipit t he t hi cknesses and el astic
modu| i, of the substrate [err], layer of encapsul ant 30 [err] and

| ayer of XRelentepspstigherr] are such that the neutral stress/strain plane of

the solar cell tape is |ocated near. the.t.hin fi AONRbloRl SubSRY, ek dbrh)

(0 prevent i Sl R I e Biighg sttt

tape i's f 1 exeaemt R R e A iGerPborintdtlr) gUlBRzBEot B die Dickeddes

plane i s | oot P e e i von ool Bk asenoan dasc

tape frmth ubRtstd P Etﬁrak séihdidehicht LéwihkNg, $&ldag diechdutrdle Zeg-Shanolrgsaberie) der

wherein the pg th@f SEHafURG it Sor! 1h8 dBIOHAMIditAtefidlscRic &l tiegat karhmianmauemtainter,

thi ckness of 4laN@e HaABBiekhAeRaitHRhPARNOSRhiuagen tdsohlidigt. wirdDwerRaliccintearivstp Schetieng .

Ver f ahren zuge gl lung einer integrierten Schaltung des Typs mit

f1 exi bl gm Substrat, bei dem nachei nander eine Schicht Hal bleiternmaterial

auf ein fl£XiviiAen SaddStnegtichun dadidheyekenpsishneh giet: din iDicke den flexibipr Sebstpts, prdypder

Hal bl ei t er mMabgHapdoluagEsGRhT SgewhiSstcian diechautalecibensader intpgurion Sefaltung ingerfall, von

Di cke des 20% der Gesamtdicke der integrierten Schaltung entfernt von der Halbleitermaterialschicht zu liegen
kommt.

56 .
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da die Dicke des flexiblen Substrats und/oder

der Kapselungsschicht so gew&hlt ist, deB die neutrale Ebene der integrierten Schaltung innerhalb von

5% der Gesamtdicke der integrierten Schaltung entfernt von der Halbleitermaterialsctw
.
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45 fl exi bl.en Substrats und/oder der Kapselungsschichr in Abh~ngigkeit
von den El asti zitdtsnodul n des Substrats und der Kapsel ungsschi cht gewAhl t
ist, so dae die neutral e Zug-/ Spapase@3e@ine der integrierten Schaltung in
der’ NVhe der Hal bl eitermaterial schicht zu Iiegen konmmt, um zu ver hi ndern,
dal) die Hal bleitermaterial schicht durch Spannungen beschidigt wird, wenn
di e i ntegkerant e Schal t ung gebogen wird. 50 2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadur ch gekennzeichnet, daB die Dicke des flexiblen Subst rats und/ oder der

Kapsel uhgyershiep Hur slerstg@mrvrnps iSeAnenzglienbanpes (B F?%PB"’EB e??@“‘ﬁ P%‘r ten
Schal t ung einemelinren Seepsghichiglbments (Gizau! Ain t!ﬂxr?!?% Pehélr'e h
ent f &r nt ?@FF“E!?F‘*"F‘&I"UI Qiner éfﬁfﬁ‘t"éqs?“a'f’ sc ‘ ﬁg ahren

: ﬁlffm

‘Subst ratstzur‘f

nach Anspag® ﬁPT’S"’H%{‘Eﬁﬁ"@H 8?{\’:'] 'ﬁ%ﬁ ;E;ztr i W% ° "9 aB rf’

Fgfger?g Je'Wﬁ Q%Fi’ tm Bg%l ’ %ﬂ%ﬂfmﬂ ileeen
5 g ‘”?’] "?ﬂ"p "iY‘%[‘lf’ tr| a fri% N"Erdh@s&"ﬁ EP Oanggg 23%

Bl komﬂ 9gboaRRLIE ahren zur Her st el l ung ei nes Sonnenzel | enbandes (10), das

fol gendg Qehdnidnt Sact! Khéhich 4, AdulchagRéhnSiciRst, dhb LN BidkenDds Iesblerc Bitstratsyatet s ( 5)
auf ei n fl@xds k] dsschid! M%B@%e&ﬁbﬁfcﬁs’éﬁrcfﬁ& gewWSAIPSiAY, BafCkisncbipes Ebend des Sonnen-

schi ghit el eaRAbaAdediineMbIB 96n K38 |assudfidickh idesSondehzeliabanties enMeaint Yoerg@pereshioklr

Kl ebst of f sfetheftisl liégbh kémmtht. das dem Sperrschi cht el enent gegenUberl i egende
Substrat, dadurch gekennzeichnet, daB die Dicken (t3, ti, t2, t des

Subst r ab.s, VetlfenKeaph @nspngss ok Iadiinth geehnzaikbnetdad dig Sisksanodessienbler Sustats, der
Abhangr gk edapselvagssthivhewndjodaneibl Kighstoffshiohd tsp gewahlk sind gl dle rquiale Ehene des S

ge t Weslbebgndesninerhald voe &tr def @e-ﬂmgﬁd(ss%ﬁﬁmm@ﬂ@ﬂ@eﬂé@fe@b%ﬁ’?é'ﬂhﬁ tl?Jandes
I n er NMeempetszudpgen keami- cht el enment s (5) anzuordnen, wodurch ver hi ndert
wird, daB das Sperrschichtel ement durch Spannungen beschadl gt wird, wenn
das Sonﬁez%@xlb@ﬂﬁ%'ﬂﬂﬁ(ﬁ‘@?““@%wg"é?P% rd 5 Verfahren nach Anspruch 4,

dadur ch gesiienbles Bby xi bl en Substrats, der

KapseF un s%'@rﬁcb'ﬁ't‘ Hﬁ'ﬁ ' o i i e
neg ral eg %g;g%rl drese |t$r ﬁ' a§r etﬁgéwrgc?{agﬁﬁtg kerg'g?r:ld

Gesant di Cﬁfgg&% X tsrgfﬁ % lqet Hmﬁﬂﬁﬁas’%ﬁim ¢l iage kemiratNtm Z U
i egen ko dr;’m:“' 'e 4 ,,e St Ut Boarateh BLsCRRIGERMAE AermltaitsgridaB di e
D cken destefs :& rats der Kapsel ungsschi cht und/ oder der

Kl ebstof f sCRI C t so evvdhrt Si nd daB di e neutral e Ebene des Sonnen-

zel | enba0RRqiens SRR i ArBHdher, d4mA Goidhsienne satStmmstle Ebeom inaerbns von
entfernt vy ahetdsantdickdder iftdgRorn tScaltulg @gemt Yoo et Halt¥eiteiriateridléshichtizn tiegpni er t e
Schal tung kdmssend: ein flexibles Substrat; 25 el ne Schi cht

Hal bl gi.termaterial auf dem fl exi bl en Subst rat und ei ne Kapsel ungsschi cht,

di e auf oli RegridrialSthatirigaachearspruch &d#ﬂumwem&g@mehg@rﬁ'? aqutrale; Bbapp inperhalo von
gekennzei cbse deeGesatiaditkelider Dlegitestan Scilturg esternt von e Hirkiitermatedalsshpfat 31 Jipgen
der Kapsel kmgstschi cht so gewghit sind, daB die neutral e Zug-/Spannungsebene
i m Bepeich der Halbleitermateri al schr cht zu | iegen kommt, um zu ver hi ndern,
daB dfoe g Binifen ?'Eﬁsr?ﬁt"@ﬁeﬁ?“&%'ﬁ%ﬂ?) “ﬂ’tﬁsfﬁ? ‘Spannungen beschi digt wird, wenn
die integr P'ér"ﬁ"'% polym ’és ogen wird. a Integrierte Schal t ung

nach Anspr ﬁ'&ﬁ'u"f‘es nth @) aRyt ral e Ebene innerhalb
von 10% der ?c lstr er n ﬁrﬁn ‘cHQ'GmﬁﬂEr;f §dtradeny Ridbsisifechicht
Hal bl el t er i 'ﬁg bickoH b Eﬁ&.z%tsrﬂoamﬁgres @ub@ra:‘s‘crhalaw nigr nach
Anspr fich 8 e{;”ée' Qtder RBRIHRICRIN! EAIse gbkumn @ind,ndas dhatebtrakon 5%
der Gesanmt Gér'é%ﬁ eﬁfb“%’éﬁahi It Bor8ioh B&Y dinnenOSpefisthichtelements (5) zu
Hal bl ei ter ’Tﬁiﬁ kbﬂﬁ{ﬁg &erlﬁrk!!e §48Cd%s Sperrschrchtelement durch Spannungen beschédigt wird,

wenn das Sonnenzellenband gebogen wird.

80 '
11. Sonnenzellenband nach Anspruch 10 dadurch gekennzeichnet, da8 die neutrale Ebene innerhalb von

10% der Gesamtdicke des Bandes entfernt vom Sperrschichtelement zu liegen kommt.

12. Sonnenzellenband nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die neutrale Ebene innerhalb von
56 5% der Gesamidicke des Bandes entfernt vom Sperrschrchtelement zu liegen kommt.
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kommt. 40 10: Streifen eines Sonnenzel | enbandes (10) unfassend: ein

- flexibles polyneres Substrat (3); ein dUnnes Sperrschichtel enent (5) auf
dem Substrat; eine das Sperrschi @r ebes2sgBkapsei nde Kapsel ungs schicht (1,
2); und eine auf dem Substrat auf der Seite gegeni ber dem

‘Sperrschi cht el ement auf getragene Kl ebst of f schicht 45 (4), dadurch
gekennzeRevendicatiaaB di e Di cken und . Easti zititsnodul n des Substrats (13,
Es), der Kapsel ungsschicht (ti, t2, El, E2) und der KI eb toffsc tcIe dé;géé}

E4) so gdwi Progsds ide debriepien dive cv're\ﬁﬂ'r‘é&réedlzty 7 &H’hﬁ P'e“a“ 2o co
Sonnenzel | e@ﬂb@ﬁ?feé“’rwlé'fe%'h a‘UFﬁWfé’ rsé’[:r‘\'?c i onzghoishegen
komnt , 5 um zgjengansHation SHn l2dipy @“ nca Wf;t%ﬁ;? Eﬁ‘ g,gyggsqaues

beschi di gt WePpispeur gy r?Hb 5 s°
Sonnenzel | e‘t"rb%.'ﬂ ra

Ebene i nner ‘F"B"VB '?69‘ SIRTifr s mm

Spekrr. SChI chf ?’8‘}%9??“ ACHS e en Sonnenzgﬁlrentl)z;ﬁj nsztach Anspruch 11,
dadwr cfl k A 18 dRRishEeA) P 1oFREK 8o ipRISSbtialutubseri sDple stiou Bétader
Ges ant di ¢ Sﬁ &mg:?r:tl%ﬁ‘ égéhéc b’é)&&; éa&aaaﬁemm ahdircbieintegié scitusitld 2geins #0201 .

ﬁlo - d§ nte/déformatlon
Ta’ ig l'ﬂ’e our Ul Gorfraibr al e

~~~~~~~~~

nglllu circulEﬁtéQré 36BrirseHa Boucieaasandiriedsdnid-nanddcteuPr oced6 de
fabrication n CI rcw t I ntegre du type ayant un substrat soupl e,
conprepary  b@cddeREbn BYGERIdEtidn 10l cardvarissopte Rechaik de I'dpaibsenr duisubsial sonimetiae de [ar

sur un substguate @eNdasaiatoh del'tagtrea ee tahie pln neutre dd'cieevid intiordl seit s agpeins dofi e
couche de nat dpaisseticgiobale dn dicool intépré Aqmrtindd le couske damaiksiay ER?“@’GH"‘%Ol sit

| " epai sseur du substrat souple et/ou de |a couche d' encapsul at i e &Rovol-
fonct i on 4leBrondud ub debrigdtiersd'inguban dgicoliiseotairg (10)qomgrenanble 98 n dispostlt p °z:?m

d' elqcamsul atdipa, endpsiiicalgonince 5k suBn [SedSERtRPIVTE(R F‘?é'p'ae(s)cé?ﬂcf' tﬁ °§ gng (4)r%t i on
du circuit bhuegtaiiueeyac use coushedgrcapplation (¢ é’ Ieap I é bt of &)
seni - conduc sehstrat afgrnosedy @'%H“'Uri’ém@’(?}tﬁ‘?”& ‘F’l‘fa °x i Rore 04 %h,é Bules
mat dri au sedf seksh Lﬂ?t‘él??“cf‘%l" s, uage rmat ol de ruban

Proc~d4 sel é\qsqqaesrf%i%‘ﬁ'fﬂ (E ‘) ggiov%& %er § %T:% : "": f%lgng Qﬁtpg,n fdContiorfiRadedn® G

du sub#trat 98 SaMA gﬂ? 'S0 alig@hi.de fagon a ce que le
pl an neut r e 4P’ ‘E“a'lq'r'ﬁ "3'%%#1 Situe m)(l r%s i |0 % d' une epai sseur
gl obal e d{,’]' rc&}” t Erﬁhc % L rhctdiSs bat 16 ehth§os (BpaisEBirel dis 3Ubstrat souple, de la
sem - condlict elity di Ia o 18 ‘éideﬁb drShE SR e Glie08 blarDibufte dC@bamate-coliitsopite | e

choi x de 1" ke U-Fnou h'é)%d G Fépsisdei GotRlQdu rdisan| de celulecuiairel 2epadings wispasitibn
de fagon & GRobldiaius an neutre du circuit int6égr6 solt situe a noins de 5
% d' une epai sseur ¢l obal e du circuit int~gr6 A partir de |la couche de

MRt eri au §erfrodead shidht I8 Wevendicationr 4) card@sridé phralb chaba tdsoipaigsenns du ARsaiRouRI 90|18 o
sol ai re (10)coGdhETaleRc2sMatiorcotepBi: coichad'adnésitcaiin tvef lo plap ey fu rubgn de °°"”t' &
pel licuske mdEainEs) mons dars Budsstépaissewodiobalardy rukap sleccefiuly solgire @n'??&bsdﬂl

di spositif pinoteitaiieaTque avoc une couche d' encapsul ation (1, 2) et

| " application d' une couche d' adhesif (4) au substrat a |' oppose du

di sposi ti fr. ptkimulbmébréaq(tql?@omefamaabterl se par | e choi x des 6pai sseurs (t3, ti,

t2 et_t) du subssybsatsqyelel 3 couche d enc gt‘ on. gjequ de | a couche

d' adh6sbf en fafm%n daé'a}éé sg’“%’i? gy 3 [te go'@” 2 p SRRRIddhduclel3. El, E2 et
E4) pour |ocal |ugq3c|:ou a.sszs § J%qu‘ﬂ uok THRL suBbtrafl bt rddblal’boa&e
de collule sg nﬁﬁ § &be B 9$n9¥ JiickAbtRn G2 Hirdd@ WWsgRVSok 6ifus (prde
contrainte e f’ LS @ CHi@Ints Gnaciiagbedt falkipache o
cel l ul e_sol afn" tgﬂc(‘: ct urqugqueﬁc.r itf@fesb®cnn | a revendi cation 4,

caract ef’i se par ¥e ch0| X des epai sseurs du substrat souple, de |la couche

d' encapsulg@t poni G¥&lks Son B révakdEdaBond7, afdhe Bhdel &F plan opube gl guéan moinatdeclO de
ruban de cel pdihiSseHiHichhldd cRit intégré&Dpatir 36 taltouche d®mAtsriad serfittotdudleur] ' epai sseur
gl obal e du ruban de cellule solaire & partir du dispositif phot ovol t aTque.
6. Procgdes, Selrd sbion fqavendikiatats,dans Wquet o neytiosiy dseuit intégré: peb iié dgrgoins de 5%
epai sseurs due Fapisdelnagiobsle dp biecyit tigiéa paditiddle coickadepalirien B RONYIYY de | a
couche d' adhesif afin quo |le plan neutre du ruban de cellule solaire 35
soi t sit u610a Banslerds r@m&%'msqlﬂ"egal epg@ifRany] obal e du ruban de cellul e

sol ai re & part iun sdestreli polymaetspyple (3)
66 un dispositif photovoltaique en pellicule mince (5) sur le substrat ;
' une couche d'encapsulation (1, 2) encapsulant le dispositif photovoltaigue ; et
une couche. d'adhésif déposée sur le substrat du cOté opposé au dispositif photovoltaique,
caractérisée en ce que les épaisseurs et les modules élastiques du substrat (t3, E3), de la couche
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phot ovol ta~due. 7. Circuit integre souple conprenant: un substrat souple;
40 une couche de mat6ri au sem -conducteur sur |edit substrat souple
, et une couche d'encapsul at| ongggpsgsese®ir | adite couche de materiau

sem - conducteur, caracterise en ce quo |os 6paisseurs et |es nodul es

el astiques du substrat et de |a couche d'encapsul ation sont t aln ofihOad €

pl an neut y@nelsuie@st RAittER/ BHferdede icorhel d'aghépit 4. 15 "ééft'%q o?hﬁo j&ﬂ% o os de
| a couche cgraRldsibintations euiruben i uesiide) solpiguTalt GG 81 ) {o%ahiﬁ%r ue o
endonmage paficuleaminedl (3) @owl gsvitd une coniyaipte repdainagrA™ EHRERY &P 10T que 1e

circuit i nitagoecaeb sthieestifisc®. Circuit integre selon la revendication 7,
dans 4 oquel le plan neutre est situ6 a ins d % : b oy lde @b obal
du ci rClll‘i.tthﬁrt ngMUlkS?HPtsP|P" Béevp%dl@wcwggag%%@éile]&anuﬁ)elgtgnélst_ %ﬁguct eur. 50 9.
Grcuit sehanéraisseuaehgledsirybam BartrAY< sPEll RO %1’ an neutre du circuit
intdgrd est situ6 a noins de 5 %de. | j r hal& edl itua iarmairistdeisite egr e
a parti ﬂz.délbpfa‘{%‘iﬂﬂ‘d?]?'ﬂésﬂgt' Fﬁvﬁ.ﬁ;c?gn'ﬁ{%%l‘ f{}%ul " Elwlo Bande de ruban de

col kupe s ofedidpaisspur @b/ IR AR T Ubstrat pol ynbre souple (3); 56

un dispositif photovoltaTque en pellicule mnce (5 sur |le substrat; une
couche d' encapsulation (1, 2) encapsulant le dispositif photovoltal que ; et
une couche d' adhesif depos6e sur |le. substrat du cote oppose au dispositif
phot ovol t a~que, caracterisee en co quo |es 6pai ssours et |es nodul es

6l ast®*ques du substrat (t3, E3), de la couche 7* C L M S EP 0 366
236 Bl d'encapsulation (ti, t2, E1, E2) et de ia couche d" adh~sif (t4, E4)
sont tels que le plan neutre de contrainte/d6formati on du ruban de cellule
solaire sait situd4 pres du dispositif photovol taTque en pellicule mnce (5)
pour. 6viter une contrainte endommageant |e dispositif photovoltaTque

| orsyde | e ruban de cellule solaire est fl~chi. 5-11. Ruban de cellule
solaire selon |l a revendication 10, dans loquel le plan neutre est situ4 a
noins de 10 % de | ' 4pai sseur gl obale du ruban h partir du dispositif

phot ovol tal que. 12. Ruban de cellule solaire selon |a revendi cation 10,
dans lzequel le plan neutre est situ6 a noins de 5 % de |'6pai sseur gl obale
du ruban h partir du dispositif photovolta~que. 15 25 30 35 40 45 50 55 8
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